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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2-20: Circuits intégrés numériques -
Spécification de famille — Circuits intégrés basse tension

AVANT-PROPOS

1) La [CElI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation lisation
conjposée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités n CEl a
poufr objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les queston ans les
donmaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre Normes

internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d’études, aux tfavaux gdesquel ité pational
intéfessé par le sujet traité peut participer. Les organisations internati et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également a tement
avef I’Organisation Internationale de Normalisation (1SO), tre les
deux organisations.

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les g L ésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, |\éta S ités nationaux intgressés
sont représentés dans chaque comité d‘études.

3) Les| documents produits se présentent sgus i internationales. lls sont |publiés
conmime normes, spécifications technique orts, technigdes\'ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Darls le but d’encourager I'unification interndtionale, les\Conjités\qationaux de la CEIl s’engagent a applifjuer de
fagcgn transparente, dans toute la mesure possiplex les‘Noriwes ihternationales de la CEl dans leurs hormes
nationales et régionales. Toute divergence\ entke nor de”la CEIl et la norme nationale ou régionale

cor espondante doit étre inlque irssdang cette derniére.

5) LaC narquage) comme indication d’approbation et sa resporjsabilité
n‘egt pas engagée quand s a l'une de ses normes

6) L‘aftention est atti®e s it gy es € ents de la présente spécification technique peuvgnt faire
'objet de droit rrlete i de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenye pour
responsable de ne\pa identifié-de tels digits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Ng -2-20, a été établie par le sous-comité 47A: Cjrcuits
intégrg de la CEIl: Dispositifs & semiconducteurs.
Cette < spécification de famille pour circuits intégrés basse tension.
Le teX i; Scification technique est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
47A/591/FDIS 47A/597/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS -

Part 2-20: Digital integrated circuits —
Family specification — Low voltage integrated circuits

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for
all pational electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje

intefrnational co-operation on all questions concerning standardization in the el
this| end and in addition to other activities, the IEC publishes International (Stahd

par{icipate in this preparatory work. International,
witll the IEC also participate in this preparation. The IEC collabo
Orglanization for Standardization (ISO) in accordance with conditigns™¢
two|organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technigél matters QXpr
intefrnational consensus of opinion on the relevant subjects gi
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of rec
of s$tandards, technical specifications, i
Committees in that sense.
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

2010. At this date, the publication will be
e reconfirmed;

e withdrawn;

e replaced by a revised edition, or

e amended.
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INTRODUCTION

Les dimensions des dispositifs a circuit intégrés sont continuellement en diminution, aussi
bien verticalement qu'horizontalement, afin d'obtenir de meilleurs performances et une
densité supérieure. Cependant, si les tensions d'alimentation et les niveaux d'interface ne
sont pas réduits, les champs électriques dans la pastille augmentent, ce qui améne a
diminuer la fiabilté. Ces champs grandissants vont également, avec les fréquences d'horloge
supérieures, amener a augmenter les interférences électromagnétiques ce qui entrainera une
immunité au bruit inférieure, ainsi qu'une plus grande probabilité d'erreur de fonctionnement.
Pour poursuivre cette tendance a la diminution des dimensions des dispositifs a
semiconducteurs, des tensions d'alimentation faibles sont essentielles.

Pour des systémes fonctionnant a des tensions d'alimentation plus bassesg, lestoléranegs des

tensigns d'alimentation, d'entrée et de sortie, doivent étre spécifiég plus
précise. Il est donc important d'inclure des spécifications couvra ue le
marché des équipements alimentés par batteries est appelé ( naniere
considérable. En fixant des valeurs normalisées a ce stade, les dbrication’peguvent
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INTRODUCTION

The dimensions of integrated circuit devices are continuing to be reduced, both vertically and
horizontally, to obtain better performance and higher density. However, if the supply voltages
and interface levels are not reduced, the electric fields within the die (chip) will increase,
which leads to reduced reliability. These increased fields will also, together with the higher
system-clock rates, lead to increased electromagnetic interference and noise induced on the
supply leads and the ground plane, which leads to lower noise immunity and a higher
probability of misoperation. To continue this trend of scaling down the size of semiconductor
devices, lower power supply voltages are essential.

For systems operaling af Tower supply voltages, the folerances on the supp
input Aand output voltages must be specified more closely. Also, since the¢
operated equipment is expected to grow considerably, it is important tg
that clover this field. By setting standard values at this stage, m
reduced and users can design systems more economically.

voltage-ahd the

et for battery-
ecifications
can be

o3
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2-20: Circuits intégrés numériques -
Spécification de famille — Circuits intégrés basse tension

1 Domaine d’application
La présente norme donne des spécifications d'interface pour différent aleurs
comptenant chacune la valeur nominale de la tension d'alimentatio et les
valeuts limites en pire-cas des tensions d'entrée et de sortie pour leg a basse
tension.
Elle donne également deux catégories de spécifications d'i haque tension
d'alimgentation nominale, en gamme normale et en gam le est
baséd sur les normes industrielles nominales avec une %. La
gamm a une
valeut
2 S
in
21
Ces s ement
pour |
211 ntation de fonctionnement
éa% tres \/\\\/ Symbole Min. Max. Unité
aleurs |imite<je\g¥rs{on alirhentatiopl Voo 05 46 v
Bamme ctignngme tension Voo 3 3,6 \Y
d’alimentation
mede nneme t pour tension d’entrée Vi -0,3 0,8 \
au niveau
Bamme de nct|on ement pour tension d’entrée Vin 2 Vpp + 0,3 \
au niveauhau
Caracteristiques électriques a Vpp =3V, V, =08V, V=2V
LVTTL LVCMOS
Caractéristiques Symbole Condition Uniteé
Min. Max. Min. Max.
Tension de sortie au VoL loo =2 mA 0,4 Vv
niveau bas
lo. = 100 uA 0,2 %
Tension de sortie au Vou lon = =2 mA 2,4 \
niveau haut
lon = -100 pA Vpp — 0,2 \
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS -

Part 2-20: Digital integrated circuits —
Family specification — Low voltage integrated circuits

1 Scope

This gtandard aims at giving interface specifications for various sets of(value each
compilises the nominal value of power supply voltage, its tolerances, e limit
values of the input and output voltages for low voltage integrated cirg0

It alsg provides two categories of interface specification for gact volfage —
normgl range and wide range. The normal range is based - it [
with a| typical tolerance of about 10%. The wide range COV4
the loyer limit to a practical value at which the battery w

2 Interface specifications for low suppl

21 Specifications for 3,x V (CLA

Thesq specifications apply for LVTIL- and\LV
operating temperature range.

2.1.1 | Normal range ?\f operating sup

[Pz}ame{\er\s r\\ Symbol Min. Max. Unit

Llimiting valu%of\ypby voltaée \/ Voo -0,5 4,6 \

Dperating rang}’{%/sﬁp\wlta\ge\ A > Vop 3 3,6

Dperating ranqe/f\@\r w-%\@mt voI@e Vi -0,3 0,8

< |1 < <

Dperating yange\for RighdeveN pMage ViH 2 Voo + 0,3
b

m

ec@a@c&hzs V, Vii=08V, V=2V

LVTTL LVCMOS
terlstl s Symbol Condition Unit
Min. Max. Min. Max.

llow;level output voltage Voo lo. =2 mA 0,4 \
lo. = 100 pA 0,2 \Y
High-level output voltage Vou lon = -2 mA 2,4 \Y
lon =—100 nA Voo = 0,2 \Y
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2.1.2 Gamme étendue de tension d’alimentation de fonctionnement
Parameétres Symbole Min. Max. Uniteé
Valeurs limites de tension d’alimentation Vop -0,5 4,6 Vv
Gamme de fonctionnement pour tension Voo 2,7 3,6 \%
d’alimentation
Gamme de fonctionnement pour tension d’entrée Vi -0,3 0,8 \%
au niveau bas
Gamme de fonctionnement pour tension d’entrée Vin 2 Vpp + 0,3 \Y
au niveau haut
Caractéristiques électriques a Vpp = 2,7V, V. =0,8V, V=2V /\
%Vét\no(s\ Uit
Caractéristiques Symbole Condition
Tension de sortie au niveau bas VoL loL = 100 pA 0>\
Tension de sortie au niveau haut Von lon = —100 &D \O\K \/
2.2 |Spécifications pour tension d’alimentat
Ces dpécifications s’appliquent dan ement
pour gircuits compatibles CMOS.
221 Gamme normale de tension d’alj
Paraéet}GQ /\\ \_) . Symbole Min. Max. Unité
aleurs limites de terfskon Ilm\\'lta ) Vop -0,5 3,6 \'
bamme de fonc ionnement pauntensign Voo 2,3 2,7 \Y
‘alimentatlo
bamme de fon ourtensi Vi -0,3 0,7 \Y
qu niveau bas
bamme de fo expent ou\r\en\my]d entrée Vi 1,7 Vpp + 0,3 \'
au niveau
Car%&\&eﬁi&&ﬁ: 23V, V=07V, Vig=1,7V
\%-}&éri\a{l}ues/ Symbole Condition Min. Max. Unité
Tension de Wiveau bas lo. = 100 pA 0,2 \Y
VOL |o|_ =1mA 0,4 \Y
lo, =2 mA 07 \Y;
Tension de sortie au niveau haut lon =—-100 pA 2,1 \Y
VoH lon = -1 mA 2 \Y
IOH = -2 mA 1,7 \Y
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21.2 Wide range of operating supply voltage

Parameters Symbol Min. Max. Unit
Limiting values of supply voltage Vop -0,5 4,6 \
Operating range for supply voltage Vop 2,7 3,6 \
Operating range for low-level input voltage Vi -0,3 0,8 \
Operating range for high-level input voltage Viu 2 Vpp + 0,3 \

Electrical characteristics at Vpp=2,7V, V,.=0,8V, Viy=2V

) T LVCMOS .
Characteristics Symbol Condition in. '\I\{ Unit
llow-level output voltage Voo lo. =100 pA (\\ (\Ob\
High-level output voltage Vo lon =—100 HA VD{—\\Z\ \

KO

perating tempefrature

2.2 ([Specifications for 2,x V (CLASS 2) power supply«olt

Thesq specifications apply for CMOS-compatible cir€uits over
range

221 Normal range of operating Supply ¥oltage

Parameters l ymkol\/ Min. Max. Unit
llimiting values of supply voltage ( ~ J \‘%D -0,5 3,6 \
Dperating range for suppI)VvQItage \ \ \ \)/DD 2,3 2,7 \
Dperating range for Iczw-kxkel Mt voltag N \\/ Vi -0,3 0,7 v
Dperating range for r‘/'\\ev\}\'@put (&Ifﬁg \/ Viu 1,7 Vpp + 0,3 \
Electrical char@)g\at V[Ei\\(\\\\))v Viw=1,7V
Charact rlstl Condition Min. Max. Unit
ow-level outgyt voltage / loL = 100 pA 0,2 \
VoL loo=1mA 0,4 \Y
N lo=2mA 0,7 \Y
High> veh)%ut%ﬂ@) low = —100 pA 2,1 v
Von lon = =1 mA 2 v
lon = —2 mA 1,7 \Y
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2.2.2 Gamme étendue de tension d’alimentation de fonctionnement
Parameétres Symbole Min. Max. Uniteé
Valeurs limites de tension d’alimentation Vop -0,5 3,6 \
Gamme de fonctionnement pour tension Voo 1,8 2,7 \Y
d’alimentation
Gamme de fonctionnement pour tension d’entrée au Vi -0,3 0,2 x Vpp \Y
niveau bas
Gamme de fonctionnement pour tension d’entrée au Vin 0,7 x Voo Voo + 0,3 \Y
niveau haut
Chractéristiques électriques a Vpp = 1,8 V, V,L=0,2 x Vpp, Vin=0,7 X Vpp

Caractéristiques Symbole Condition Min. /\ /\Max. Unité
Tension de sortie au niveau bas VoL lo. = 100 pA /\ \0\8\ v
Tension de sortie au niveau haut Von lon = =100 pA )AD{—\Q2 \

2.3

Ces gpécifications s’appliquent dans toute la gamme (d
pour gircuits compatibles CMOS.

Spécifications pour tension d’alimentation 1

s de fonctionn

ement

2.3.1 Gamme normale de tension dkalimentiationyde fonctionnement
Parameétres \S{m%k Min. Max. Unité
aleurs limites de tensmn;&allmentatlon\ \ \ -0,5 2,5 \'
Bamme de fonctlonnem t poly tension DD 1,65 1,95 \Y
¢’alimentation
faN
bamme de fonctionn me tension.cRentr Vi -0,3 0,35 x Vpp Y,
qu niveau bas
bamme de foW nt pouxtedsien d’ trée Vin 0,65 x Voo Voo + 0,3 v
4qu niveau haut
C aracterlsyémmv ViL=0,35x Vpp, Vin=0,65x Vpp
C racten qu s Symbole Condition Min. Max. Unité
T &Wt\a{quve bas VoL loL =2 mA 0,45 v
VOH IOH = -2 mA VDD - 0,45 \Y

T ensmr%‘s@ riie é\n\c/au haut
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